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Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt 

Danh mục các ký hiệu 

 

Ký hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 

A Quality factor Hệ số phẩm chất 

D Average crystallite size Kích thƣớc tinh thể trung bình 

E Energy Năng lƣợng 

e Electron Điện tử 

EA Ionization energy Năng lƣợng ion hóa 

EC Conduction band energy Năng lƣợng vùng dẫn 

EF Fermi energy Năng lƣợng Fermi 

Eg Optical band gap energy Độ rộng vùng cấm quang 

EV Valence band energy Năng lƣợng đỉnh vùng hoá trị 

ff fill factor Hệ số điền đầy 

h Hole Lỗ trống 

J Current density Mật độ dòng  

Jmax 
Current density at maximum power 

output 
Mật độ dòng ở  công suất ra cực đại  

JSC Short  circuit  current density Mật độ dòng ngắn mạch 

R Resistance between the contacts Điện trở tiếp xúc 

RS Serial resistance Điện trở nối tiếp 

Rsh Shunt resistance Điện trở ngắn mạch 

Rsheet Sheet resistance Điện trở bề mặt 

t Time Thời gian 

T Transmitance  Độ truyền qua 

TA Absolute temperature Nhiệt độ tuyệt đối 

TC Calcined temperature Nhiệt độ ủ  
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Te Enviromental temperature 
Nhiệt độ làm việc, nhiệt độ môi 

trƣờng 

TS Substrate temperature Nhiệt độ đế  

V Voltage Điện áp 

Vmax Voltage at maximum power output Điện áp ở công suất ra cực đại  

VOC Open circuit voltage  Điện áp hở mạch 

 Absorption coefficient Hệ số hấp thụ 

 Thickness Chiều dày 

 Conversion efficiency of the solar cell Hiệu suất chuyển đổi của pin mặt trời 

λ Wavelength Bƣớc sóng 

λex Excitation wavelength Bƣớc sóng kích thích 

e Electron mobility Độ linh động điện tử 

p Hole mobility Độ linh động lỗ trống 

 Resistivity Điện trở suất 
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Danh mục các chữ viết tắt 

 

Ký hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt 

AFM Atomic Force Microscope Hiển vi lực nguyên tử 

CBD Chemical Bath Deposition Lắng đọng bể hóa học 

CH Chacopyrite structure Cấu trúc Chacopyrite 

CIS  Complex Impedance Spectroscopy Phổ trở kháng phức 

CVD Chemical vapour deposition Lắng đọng từ pha hơi hóa học 

EDX Energy Dispersive X-ray Tán sắc năng lƣợng tia X 

ETA  Extremely thin absorber Chất hấp thụ chiều dày rất mỏng 

FESEM 
Field Emission Scanning Electron 

Microscope 
Hiển vi điện tử quét phát xạ trƣờng 

FTO Tin oxide doped Fluorine Ôxit thiếc pha tạp Flo 

FWHM Full width at half maximum Độ rộng bán cực đại 

ILGAR Ion Layer Gas Reaction Phản ứng pha khí lớp ion  

ITO Tin oxide doped Indium Ôxit thiếc pha tạp Indi 

IZO Zinc oxide doped Indium Ôxit kẽm pha tạp Indi 

PV Photovoltaic Effect Hiệu ứng quang điện 

PMT Solar cells Tế bào mặt trời 

SCAPS-

1D 

Solar Cell CAPacitance Simulator in 

1 Dimension 

CAP-mô phỏng một chiều pin mặt 

trời  

SEM Scanning Electron Microscope Hiển vi điện tử quét 

SPD Spray Pyolysis Deposition Phun phủ nhiệt phân 

TCO Transparent conducting oxide Ôxít dẫn điện trong suốt 

USPD Ultrasonic Spray Pyolysis Deposition Phun phủ nhiệt phân hỗ trợ siêu âm 

UV-VIS UV-VIS Spectrophotometer  Máy quang phổ hấp thụ UV-VIS 

XRD X-ray diffraction Nhiễu xạ tia X 
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